CAPITOLUL 5. TRANZISTOARE BIPOLARE
5.1. TRANZISTOARE BIPOLARE - GENERALITATI

5.1.1 STRUCTURA SI SIMBOLUL TRANZISTORULUI BIPOLAR

Tranzistorul bipolar — este un dispozitiv electronic realizat din material
semiconductor, format din trei regiuni (EMITOR, BAZA, COLECTOR) separate prin
doua jonctiuni pn.

in functie de tipul regiunilor, tranzistoarele bipolare se impart in doua categorii:
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Figura 5.1 Structura si simbolul tranzistorului bipolar
a - tranzistor NPN ; b — tranzistor PNP

Tranzistorul de tip NPN este format din doua regiuni N separate de o regiune P.
Tranzistorul de tip PNP este format din doua regiuni P separate de o regiune N.
Regiunea bazei este mai subtire si mai slab dopata in comparatie cu regiunea
emitorului(puternic dopata) si cu regiunea colectorului( dopata moderat).
Iintre doué regiuni invecinate se formeaza o jonctiune. Intre baza si emitor este
jonctiunea baza-emitor, iar intre baza si colector este jonctiunea baza-colector.
Fiecare regiune are atasata cate un terminal care se noteaza cu E(emitor) , B(baza),
C(colector).
In structura tranzistorului bipolar, purtatorii de sarcina electrica sunt atat golurile cat
si electronii. Deoarece conductia este realizata de doua tipuri de purtatori,

tranzistorul se numeste bipolar.
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Figura 5.2 Sectiunea de principiu printr-un tranzistor

5.1.2 INCAPSULAREA TRANZISTOARELOR. IDENTIFICAREA TERMINALELOR.
a. Incapsularea tranzistoarelor
Tranzistoarele, in functie de destinatia lor se realizeaza intr-o gama larga de capsule.
Tranzistoarele pot avea capsule din metal sau material plastic, care au dimensiuni
mai mici sau mai mari in functie de destinatia care o au.
in functie de destinatia lor tranzistoarele se impart in 3 mari categorii:

e tranzistoare de semnal mic — se utilizeaza la frecvente joase (sub 100 kHz)

si curenti mici (sub 1 A);
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Figura 5.3 Capsule de tranzistoare de semnal mic (uz general)

e tranzistoare de putere — se utilizeaza la curenti mari (peste 1 A);

Figura 5.4 Capsule de tranzistoare de putere

e tranzistoare de radio-frecventa (RF) — se utilizeaza la frecvente foarte inalte.

Figura 5.5 Capsule de tranzistoare de radio-frecventa



b. Identificarea terminalelor tranzistoarelor bipolare.
Identificarea terminalelor in functie de tipul capsulei
e tranzistoare de uz general in capsula metalica — la majoritatea tranzistoarelor
din aceasta categorie Emitorul este terminalul de langa cheita, Colectorul este in
partea opusa iar Baza este la mijloc. Terminalele sunt dispuse sub forma unui

triunghi echilateral.

Figura 5.6 Dispunerea terminalelor la tranzistoarele in capsula metalica

e tranzistoare de uz general in capsula din material plastic — la tranzistoarele din
aceasta categorie terminalele sunt dispuse liniar cu baza in mijloc. La majoritatea,
terminalele sunt dispuse ca in figura 5.7, dar sunt si familii de tranzistoare din
aceasta categorie la care Emitorul si Colectorul sunt dispuse invers fata de cum sunt

prezentate in figura 5.7.

Figura 5.7 Dispunerea terminalelor la tranzistoarele in capsula din plastic



e tranzistoare de putere — la tranzistoarele din aceasta categorie Colectorul este
conectat la partea metalica a tranzistorului. La majoritatea tranzistoarelor din aceasta
categorie terminalele sunt dispuse liniar iar Colectorul este la mijloc. La tranzistoarele
care au numai 2 terminale (vezi 2N3055), Colectorul este corpul metalic al

tranzistorului.
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Figura 5.8 Dispunerea terminalelor la tranzistoarele de putere

OBSERVATIE IMPORTANTA!

La unele familii de tranzistoare terminalele pot fi dispuse altfel decat sunt
prezentate in figurile de mai sus chiar daca capsulele sunt identice.
Metoda cea mai sigura de identificare a terminalelor este masurarea
rezistentei electrice intre terminalele tranzistorului, metoda ce va fi

prezentata in cele ce urmeaza.



